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pn-liitoksen kyllastysvirta liitosjannitteen funktiona

Miten oheista taulukkoa kaytetaan?

Taulukko perustuu tietysti oheiseen diodiyhtalon kaavaan.
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Saturaatiovirtds on transistorilla kollektorivirran lausekkeessa oleva "kerroin". Tyypillisesti
transistorin emissiokerroin = 1 ja diodinn = 2. Jos diodin jannite yhden ampeerin virral-

la on 0,7 V, on sen kyllastysvirta taulukon muka&n= 832 nA, vastaavasti 1 mA:n virtaa
vastaals = 832 pA. Transistorilla esimerkiksi 10 mA:n kollektorivirtaa vastalgi = 6,91

fA "litosjannitteelld" Ugg = 0,7 V. Lampg6jannitteen arvoksi oletettiitiz = 25 mV, mika
vastaa lampétilad” = 290,2 K; pienikin lampdtilan muutos vaikuttaa voimakkaasti loppu-
tuloksiin. Kaytannon diodissa;:n [ampdtilariippuvuus vaikuttaa viela enemman klip:n
muutos. Parametreja ja niiden lampétilariippuvuutta on selitetty tarkemmin kirjassa. Tauluk-
ko antaa kuitenkin aina tiettyd jannitetta ja virtaa vastaavan kyllastysvirran arvon tarkasti.

Taulukko 1:Diodiyhtalon perusteella laskettu kyllastysvirran ja diodivirran suhde, kun diodin jannite
tunnetaanlUr = 25 mV).

Jannite n=1 n=2
Ugg/V | (bipolaaritransistori] = I¢) | (esimerkiksi diodi)
UN Is/I Is/I
0,1 18,3-1073 135-1073
0,2 335-1076 18,3-1073
0,3 6,14 -107° 2,48 -1073
0,4 113-107° 335-1076
0,5 2,06 - 1079 454 .10
0,6 37,8-10712 6,14-10
0,7 691 -101° 832-107°
0,8 12,7-1071° 113-107°
0,9 23210718 15,2-107°
1,0 4,25-10718 2,06 - 10~




